
RFマイクロエレクトロニクス 正誤表 

 

<第 1章>  

p.9, L.19 [誤] VLSI技術を使ったシリコンデバイス 

 [正] VLSI技術に使われるシリコンデバイス 

  

<第 2章>  

p.15, L.4 [誤] 式(1.2)で 

 [正] 式[1,2]で 

  

p.18, L.14 [誤] 入力正弦波の周波数が、その高調波が通過域から 

 [正] 入力正弦波の周波数は、その高調波が通過域から 

  

p.21, L.22 [誤] 対数軸上で直線で 

 [正] 対数軸上において直線で 

  

p.26, L.3 [誤] 前述の(4)に 

 [正] 上図の 4番目に 

  

<第 3章>  

p.60, L.15 [誤] エクセスフェイズ(excess phase) 

 [正] エクセスフリークエンシー(excess frequency) 

  

p.63, L.22 
[誤] 𝒙𝑭𝑴(𝒕) =  𝑨𝑪 𝐜𝐨𝐬 [𝝎𝑪𝒕 ∫ 𝒙𝑩𝑩(𝒕)𝒅𝒕

𝒕

−∞
] 

 
[正] 𝒙𝑭𝑴(𝒕) =  𝑨𝑪 𝐜𝐨𝐬 [𝝎𝑪𝒕 + 𝒎 ∫ 𝒙𝑩𝑩(𝒕)𝒅𝒕

𝒕

−∞
] 

  

p.64, L.18 [誤] 𝒗𝒊𝒏(𝒕) =  𝑨𝑪 𝐜𝐨𝐬[𝝎𝑪𝒕 + 𝒎 +  𝒙𝑩𝑩(𝒕)𝒅𝒕] 

 [正] 𝒗𝒊𝒏(𝒕) =  𝑨𝑪 𝐜𝐨𝐬[𝝎𝑪𝒕 + 𝒎 ∫ 𝒙𝑩𝑩(𝒕)𝒅𝒕] 

  

p.65, L.1 [誤] 𝝎𝑪 ∫ 𝒎𝒙𝑩𝑩(𝒕) 

 [正] 𝝎𝑪 +  𝒎𝒙𝑩𝑩(𝒕) 

  

  

  



p.65, L.6 [誤] 𝒎 +  𝒙𝑩𝑩(𝒕)𝒅𝒕 

 [正] 𝒎 ∫ 𝒙𝑩𝑩(𝒕)𝒅𝒕 

  

p.65, L.9 [誤] + 𝒙𝑩𝑩(𝒕)𝒅𝒕 

 [正] ∫ 𝒙𝑩𝑩(𝒕)𝒅𝒕 

  

p.72, L.2 [誤] 不思議の思う 

 [正] 不思議に思う 

  

p.80, L.16 [誤] ノンコヒーレント受信機 

 [正] 非コヒーレント受信機 

  

p.82, L.11 [誤] 𝛔𝐧 

 [正] 𝝈𝒏 

  

p.86, 図 3.31 [誤] BPSKの (a)変調 (b)コンスタレーション (c)復調 

 [正] BFSKの (a)変調器 (b)コンスタレーション (c)復調器 

  

p.86, L.6 [誤] 𝟏(𝟐𝑻𝒃) 

 [正] 𝟏 ∕ (𝟐𝑻𝒃) 

  

p.87, L.4 [誤] 平均エネルギ 

 [正] 平均エネルギー 

  

p.87, L.8 [誤] 1ビットあたりのエネルギ 

 [正] 1ビットあたりのエネルギー 

  

p.87, L.18 [誤] ノンコヒーレント復調 

 [正] 非コヒーレント復調 

  

p.90, L.10 [正] 高い BERもつこと 

 [誤] 高い BERをもつこと 

  

p.90, L.13 [誤] 𝑻𝑺 = 𝟐𝑻𝒃積分 

 [正] 𝑻𝑺 = 𝟐𝑻𝒃にわたって積分 

  



p.90. L.15 [誤] (𝟐𝑻𝒃) 

 [正] (𝟐𝑻𝒃) 

  

p.90, L.19 [誤] エネルギ 

 [正] エネルギー 

  

p.96, L.5 [誤] 𝐭 =  (𝟐𝒌 + 𝟏)𝑻𝒃 

 [正] 𝐭 =  (𝟐𝒌 + 𝟏)𝑻𝒃 

  

p.102, L.3 [誤] エネルギ 

 [正] エネルギー 

  

<第 5章>  

p.142, 図 5.14 [誤] (a)単純なヘテロダイン受信機 

 [正] (a)単純なホモダイン受信機 

  

<第 6章>  

p.192, L.4 [誤] Rc 

 [正] 𝑹𝑪 

  

p.193, L.27 [誤] Le 

 [正] 𝑳𝒆 

  

p.194, L.3 [誤] 𝐋𝐞 ∕ 𝑪𝝅 

 [正] 𝑳𝒆 ∕ 𝑪𝝅 

  

p.195, L.2 [誤] Q1 

 [正] 𝑸𝟏 

  

<第 7章>  

p.240, L.8 [誤] とならなければならことより 

 [正] とならなければならないことより 

  

p.264, 図 7.42 [正] (a)ハーベンスの位相器 

 [誤] (a)ハーベンスの移相器 

  



p.265, 図 7.43 [誤] 図の線が一部消えている 

 [正]  

  

<第 8章>  

p.298 [誤] 図 8.30と図 8.31の図が同じ 

 [正]  

  

<第 9章>  

p.349, L.19 
[誤] √𝑽𝟎

𝟐 − 𝒂𝟐(𝒕) ∕ 𝟐 

 
[正] √𝑽𝟎

𝟐 − 𝒂𝟐(𝒕) ∕ 𝟐 

  

 


